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１．概要（Summary） 

GaN パワーデバイスと Si デバイスの集積化に向け

て、プロセス検討及び、集積化プロセスの GaN パワー

デバイスに与える影響を調べるための試料の作製を進め

ている。 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】  
NIMS： プラズマ CVD 装置、原子層堆積装置 
北九州産業学術推進機構 共同研究開発センター： ス
パッタ装置、プラズマ CVD 装置、マスクアライナー 
九州工業大学マイクロ化総合技術センター (CMS)：
GaN/Si(111)基板への電極の堆積（スパッタ）と加工

(RIE)、GaN/Si(111)基板のコンタクトホールの形成

(RIE)  
【実験方法】 
 GaN パワーデバイスと Si デバイスの集積化に向け、

プロセス検討と集積化プロセスの GaN パワーデバイス

に与える影響を調べるために Fig. 1 に示すプロセスに

より試料の作製を進めている。 
 GaN/Si(111)基板に  ALD-Al2O3 とプラズマ CVD 
SiO2(p-CVD SiO2)を NIMS で堆積し、その後、CMS で

コンタクトホールの窓開後オーミック電極を堆積、加工し

熱処理を行う。次にコンタクトホールの窓開とショットキー

電極を形成し、熱処理を行う。その後、厚いプラズマCVD
酸化膜を堆積し、CMP により平坦化する(Fig. 1(a))。
Si(100)基板は CMOS を作製することを模擬し、北九州

産業学術推進機構共同研究開発センターで p-CVD 
SiO2 を堆積した後、Al を堆積し、Al をパタンニングする。

その後、p-CVD SiO2 を堆積して  CMP (Chemical 
Mechanical Polishing)により、Si(100)側のウエハーを

完全に平坦化する(Fig. 1(b))。p-CVD SiO2/Si(100)基

板と p-CVD SiO2/GaN/Si(111)基板を p-CVD SiO2 を

接着面として表面活性化接合により接着した後、Si(111)
を除去する[1]。その後、電極部分の GaN を除去する。

全てのリソグラフィは北九州産業学術推進機構共同研究

開発センターで行う。 

 
Fig. 1 Device process flow 

 
３．結果と考察（Results and Discussion） 

現在、試料を作製中であり、GaN/Si(111)基板上のオ

ーミック電極を加工した段階にある。また、Si(100)基板は、

p-CVD SiO2 を堆積し、CMP による表面の平坦化を終

え、表面活性化接合に必要なサブ nm の平坦度を得た。 
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